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В периодических системах с квантовыми ямами (КЯ) с периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света на частоте экситонного резонанса в КЯ возможно существенное уменьшение излучательного времени жизни экситонов в КЯ и увеличение экситонного вклада в отражение [1]. Для еще большего усиления взаимодействия экситонов с фотонами было предложено использовать структуры, содержащие более одной КЯ в каждом периоде [2]. При этом КЯ одного периода должны располагаться как можно ближе друг к другу. С другой стороны, не должно происходить существенного расщепления энергий экситонных переходов в близких КЯ. 

Исследованная структура содержала 60 периодов с тремя КЯ InAs толщиной в 1 монослой, разделенные барьерами GaAs толщиной ~ 9.3 нм. Период структуры составлял ~ 118 нм. Структура была выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на n-легированной подложке GaAs. Со стороны, противоположной подложке, на эпитаксиальную структуру был нанесен слой оксида индия олова (прозрачный контакт) для измерения спектров модулированного электрическим полем отражения (электроотражения). Электроотражение позволяет непосредственно выявить особенности, связанные с энергетической структурой рассматриваемого образца.

Измерения спектров отражения и электроотражения проводились для разных углов падения и поляризаций света в диапазоне температур 10 – 297 К. Была проведена подгонка экспериментального спектра электроотражения, посредством чего определены энергии экситонных переходов в КЯ. Было обнаружено существенное расщепление энергий экситонных переходов, вызванное близким расположением КЯ одного периода. Данное расщепление было промоделировано путем численного решения уравнения Шредингера, что позволило сопоставить отдельным особенностям в спектре электроотражения экситонные переходы между конкретными уровнями размерного квантования носителей. Анализ экспериментальных спектров, полученных при разных углах падения света, позволяет говорить о существенном влиянии интерференции в брэгговской структуре на величину отдельных особенностей в спектре электроотражения.
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